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zno薄膜の電気化学析出法による生成(2)
-堆積時間依存性と基板依存性一
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1.研究概要・研究背景
現代社会でよく使われる太陽電池などの部品には、半導

体薄膜と宵うものが必須であるoそこで、安全・安価で資
醇的に優しい半導体薄膜を成膜する。
現在、よく使用されている半導体薄膜には、 I TO
(IndiumTinOxide ;インジウ、ム錫酸化物)薄膜がある。 I
TO薄膜は透明導電膜として性能が良いが、その薄膜材料
のInは高価で資源的にも乏しい。そこで、 hに代わる材料
として亜鉛が注目され、その亜鉛を用いた半導体薄膜とし
てZnO (酸化亜鉛)薄膜が期待されているO

2.研究目的
電気化学析出絵で作る薄膜は、 r電位(電圧)、温度、
mol連座、析出時間、作用極(析出する)基板」に深く左右
される。そこで今回の研究では、析出時間と作用極基板に
注目点を置き酸化亜鉛薄膜を生成した。

3.研究内容
電気化学析出法によるZnO薄膜の生成方牡には、硝酸亜
鉛水溶液(zn(NO3)2) aqと塩化亜鉛水溶液ZnCl2aqを使用
した方趣がある。今回の研究では、より効率良く成膜でき
る方法である硝酸亜鉛水溶液の浴槽中に電気を流して酸化

亜鉛薄膜を生成する方法を取った。

4. z血0薄膜の生成
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1.　　システムの、 、

図1の様なシステムを取り、硝酸亜鉛水嘩液にポテ
ショスタッ・トで電気を流すと次の反応が起こる。
カソード(陰極;作用極)鍋

、耳.　+NO3-　+叫0 → NQ,~　+20H~

、 Zn2++2OH一一Zn(OH)2

I Zn(OH)2 → ZnO+H20

アノード(陽極;対極)側

、 2OH" - 1/202+H20+2e-

、Zn;　+l/202+2e~　-ZnO
以上の様な反応が起こり、カソ-ド極の基板上に酸
鉛押勝を堆積(析出)-　したo
用極基板には、 「時間依存性を見る時は、Cu基板」
r姦板依存性を見る時は、 AgとAnをCu基板上に
く蕉着させたものとそれを熱処理したもの」を使尉
特に基板依存性を見る時は「Cu基板上とAu/Cu
上に析出した酸化亜鉛薄膜」を重視し比較した。

5. ZnO薄膜の解析評価
今回の研究で成臆した酸化亜鉛滞膜は、 「結晶構造
をXRD装置、表面構造をSEMとAFM、膜厚をAFMJ、
を用いて計測・観測した。

6.研究結果
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M'A,.堪盛塵JS蛮LヒによるZnO薄膜(/.) XRDスペクトル
図2のⅩRDスペクトルより、堆積時間が1分近辺りから
ZnO(002)面が成長し始め、 5分では検出したミラー指数面強度が

10000を、 10分では強度30000手前まで検出された。
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圏3.蝕とqp基車上野田ゥZnO薄嘩<d xr;臣茎空クhzk
Au/Cu基板上にZnO薄膜を析出させた時のXEDスペク
トルは、Auの面以外のピークは、全てCu基板上にZnOを
堆積させた時と同じ面にピークが現れた。基板以外を全て
同条件で成映した場合、Au/Cu基板上の方がCu基板上
に成映したものよりZnO(002)面が成長していなかった。

7.今後の錬磨
今回の研究で生成したZnO薄膜は再現性を確瓢できて
いないものが複数あるのでそれをまず碑撤する。その後に、
Au/Cu基板上へのZnO薄膜生成糠の電位特性に港宙
し、現段階で成長させた薄膜よりも電位値をマイナス
方向に上げて成膜した膜を解析する(以上を優先)0
それが終わった後には、透明導電性であるNESAガ
ラス基板上-の成膜、そして、分光率および透過率の
測定等の研究を現在検討中である。
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